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摘要:本发明属于信息技术领域。本发明的目的是提供一种与VCSEL制作工艺相容的集成式微探尖的制作方法，以解决目前SNOM
传感器微探尖制作中腐蚀过程难以精确控制、微探尖与VCSEL出光窗口难以对准和不能批量制作等问题。本发明的技术特征是在已

外延生长了pin探测器和VCSEL结构的晶片表面上沉积一层氧化物薄膜并通过常规光刻和腐蚀手段在氧化膜上刻蚀成尺寸与VCSEL
的出光窗口匹配的方形窗口阵列，然后利用液相外延生长过程中氧化膜对材料生长的阻断作用和晶体生长过程中的快生长面消

失、慢生长面长大原理，在窗口阵列上形成与VCSEL出光窗口对准的金字塔状微探尖。本发明的效果和益处是降低了微型集成式S
NOM传感器的制作难度，提高了制作效率和成品率。 

主权项: 1.一种用于超高密度光存储的集成式微探尖的选择生长方法，是在已经外延生长了pin探测器和垂直腔表面发射激光器结构

的晶片表面上选择生长集成式微探尖，其特征在于：首先在晶片表面上沉积一层氧化物薄膜；然后采用常规光刻和腐蚀手段在氧

化物薄膜上刻蚀成尺寸与垂直腔表面发射激光器的出光窗口匹配的方形窗口阵列；最后利用液相外延生长过程中氧化膜对材料生

长的阻断作用和晶体生长过程中的快生长面消失、慢生长面长大原理，在阵列窗口上形成与垂直腔表面发射激光器出光窗口对准

的金字塔状微探尖。 
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